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１．概要（Summary） 

CDに用いられる相変化材料GeSbTeは熱伝導率が低

く，かつ光吸収が大きい材料である．この特性から，液中

でレーザー加熱をすることによって局所的な温度勾配を

作り出すことが可能である．相変化材料は液中で反応性

が高いため，保護膜を成膜する必要があると昨年度判明

し, 以来 FlexALによる SiO2コーティングを実施している．

本研究では，高耐久相変化材料ナノポアの二状態間で

の DNA通過頻度の差異について報告する． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】原子層堆積装置[FlexAL] 

【実験方法】 

 TEM用のメンブレン膜に，100 nmのGeSbTeをスパッ

タ成膜し，慶應義塾大学中央試験所の装置 Quanta 3D 

200iを用いて，約 200 nm径のナノポアを加工した．この

相変化材料 GeSbTe を成膜した窒化シリコン TEM 膜を

150℃で加熱しながら，原子層堆積装置FlexALによって

SiO2を 10 nm 積層した．プリカーサーとしてはトリジメチ

ルアミノシランを用いた．作製した薄膜を 2 つの容器を隔

てるように設置し，両容器を 10 mM KCl，10 mM 

Tris-HClで満たし, 片側には 100 pM 6012 bp dsDNA

を投入した．両側に Ag/AgCl電極を挿入，最大 400 mV

の電圧を印加した． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 ナノサイズの孔を介して 2 つの容器が接続しているため，

電圧をかけると孔付近に電界が集中，局所的に強いイオ

ン電流が流れる．0 に SiO2 保護膜未成膜サンプルの実

験前と後の TEM 像を示した．実験後は孔付近の

GeSbTe層がイオン電流によって剥離し，ポア径が約2倍

に広がっていることがわかる． 

   

Fig. 1 TEM images of GeSbTe 

coated on SiN membrane before 

and after experiment 

Fig. 2 TEM images of GeSbTe and 

SiO2 coated on SiN membrane 

before and after experiment 

 

Fig. 3 Frequency of DNA translocation depending on states 

 Fig. 2に SiO2成膜サンプルの実験前と後の TEM像を

示した．SiO２保護膜を成膜したことによって，約 5~6 時間

の実験にも耐えることができる，耐久性の非常に高いナノ

ポアデバイスが作製できた．高耐久性ナノポアデバイスを

用いて 6012 bp dsDNA通過実験を行った。GeSbTeの

特性であるアモルファス状態/結晶状態という二状態にお

ける通過頻度の差を観測し, それを Fig. 3に示した． 
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